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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】技術的特性が向上した電力半導体モジュール及
びプリント回路基板の配置を提供する。
【解決手段】少なくとも１つの電力半導体モジュール１
及びストリップ導体を備えたプリント回路基板３からな
る配置に関し、電力半導体モジュール１は、電力端子を
有したハウジングを備え、電力端子が前記ハウジングを
通って外部へ延設されると共に前記プリント回路基板３
のストリップ導体に接触している。弾性又は塑性変形手
段４Ｂが前記電力半導体モジュール１のハウジングとプ
リント回路基板３との間に配置され、前記プリント回路
基板３からハウジングへ接触圧を伝達することを特徴と
する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストリップ導体を有したプリント回路基板（3）と、
　電力端子（7）を有するハウジング（9）を備え、前記電力端子（7）が前記ハウジング
（9）を通って外部に延設されると共に前記プリント回路基板（3）のストリップ導体（3a
）に接触する少なくとも1つの電力半導体モジュール（1）と、
　前記電力半導体モジュールの反プリント回路基板側に配置された少なくとも１つのヒー
トシンク（11）と、
　前記電力半導体モジュール（1）のハウジング（9）と前記プリント回路基板（3）との
間に配置され、前記プリント回路基板からハウジングへ接触圧を伝達して前記電力端子（
7）への負荷を軽減する弾性又は塑性変形手段（4）とを備えた配置であって、
　前記プリント回路基板（3）の反電力半導体モジュール（1）側に配置された少なくとも
１つの接触圧エレメント（12）を備え、
　前記接触圧エレメント（12）は、前記ハウジング（13）の第１のハウジング部（13.2）
に一体に設けられ、
　前記ヒートシンク（11）は、前記ハウジング（13）の第２のハウジング部(13.1)に一体
に設けられ、
　前記２つのハウジング部は、前記プリント回路基板（3）を封入する
　ことを特徴とする配置。
【請求項２】
　請求項１記載の配置であって、
　前記弾性又は塑性変形手段（4）は、少なくとも１つのばねエレメント（4A，4B）であ
り、前記プリント回路基板（3）の据付のための少なくとも１つの外側アーチ状領域（15
）を備え、前記据付領域が圧力下でバネのような動作で退避するように変形する
　ことを特徴とする配置。
【請求項３】
　請求項２記載の配置であって、
　前記ばねエレメント（4Ａ，4Ｂ）は、前記電力半導体モジュール（1）のハウジング（9
）上にクランプ方式によって設置される
　ことを特徴とする配置。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の配置であって、
　前記ばねエレメント（4Ａ，4Ｂ）は、前記ハウジング（9）上で側面に沿って係合する
クランプ（15）を備えている
　ことを特徴とする配置。
【請求項５】
　請求項２～４の何れかに記載の配置であって、
　前記ばねエレメント（4Ａ，4Ｂ）は、金属からなる
　ことを特徴とする配置。
【請求項６】
　請求項１記載の配置であって、
　前記弾性又は塑性変形手段（4）は、少なくとも１つの弾性又は塑性変形クッションか
らなる
　ことを特徴とする配置。
【請求項７】
　請求項６記載の配置であって、
　前記少なくとも１つの弾性又は塑性変形クッション（4）は、前記ハウジング（9）の外
側に接着された
　ことを特徴とする配置。
【請求項８】
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　請求項１～７の何れかに記載の配置であって、
　前記電力半導体モジュール（1）は、前記電力半導体モジュール（1）のハウジング（9
）の底部を形成し絶縁セラミックからなるキャリアプレート（5）を備え、
　前記キャリアプレート（5）は、回路装置として構成された金属層（5.2）を備え、
　前記電力半導体モジュール（1）は、前記キャリアプレート（5）の金属層（5.2）上に
配置され、下方で前記金属層に半田付けされると共に上方で電気接続エレメント（7.1）
によって前記金属層に接触する少なくとも１つの電力半導体部品（6）を備えた
　ことを特徴とする配置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れかに記載の配置であって、
　前記電力半導体モジュール（1）の電力端子（7）は、表面実装部品の端子として設けら
れ、前記ハウジングの外部へ側方に延設された部分を備え、該部分に対して直角に伸びる
部分が続く
　ことを特徴とする配置。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れかに記載の配置であって、
　前記ハウジング（9）は、エポキシ樹脂化合物からなる或いは金属ハウジングである
　ことを特徴とする配置。
【請求項１１】
　ハウジング（9）と、該ハウジング（9）を通って外部に延設されると共にプリント回路
基板のストリップ導体に接触する電力端子（7）と、組み付けを通じて前記ハウジング（9
）の前記プリント回路基板に対向する側に配置され、前記プリント回路基板からハウジン
グへ接触圧を伝達して前記電力端子（7）への負荷を軽減する弾性又は塑性変形手段（4）
とを備えた電力半導体モジュールであって、
　前記弾性又は塑性変形手段（4）は、少なくとも１つのばねエレメント（4A，4B）であ
り、前記プリント回路基板の据付のための少なくとも１つの外側アーチ状領域（15）を備
え、前記据付領域が圧力下でバネのような動作で退避するように変形し、
　前記ばねエレメント（4A，4B）は、前記ハウジング（9）上にクランプ方式によって設
置された
　ことを特徴とする電力半導体モジュール。
【請求項１２】
　請求項１記載の電力半導体モジュールであって、
　前記ばねエレメント（4A，4B）は、前記ハウジング（9）上で側面に沿って係合するク
ランプ（15）を備えている
　ことを特徴とする電力半導体モジュール。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２記載の電力半導体モジュールであって、
　前記ばねエレメント（4A，4B）が、金属からなる
　ことを特徴とする電力半導体モジュール。
【請求項１４】
　請求項１１～１３の何れかに記載の電力半導体モジュールであって、
　前記ハウジング（9）の底部を形成し絶縁セラミックからなるキャリアプレート（5）を
備え、
　前記キャリアプレート（5）は、回路装置として構成された金属層（5.2）を備え、
　前記キャリアプレート（5）の金属層（5.2）上に配置され、下方で前記金属層に半田付
けされると共に上方で電気接続エレメント（7.1）によって前記金属層に接触する少なく
とも１つの電力半導体部品（6）を備えた
　ことを特徴とする電力半導体モジュール。
【請求項１５】
　請求項１１～１４の何れかに記載の電力半導体モジュールであって、
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　前記電力端子（7）は、表面実装部品の端子として設けられ、前記ハウジングの外部へ
側方に延設された部分を備え、該部分に対して直角に伸びる部分に続く
　ことを特徴とする電力半導体モジュール。
【請求項１６】
　請求項１１～１５の何れかに記載の電力半導体モジュールであって、
　前記ハウジング（9）は、エポキシ樹脂化合物からなる或いは金属ハウジングである
　ことを特徴とする電力半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力半導体モジュールと共に少なくとも1つの電力半導体モジュール及びプ
リント回路基板の配置に関する。
【背景技術】
【０００２】
このような配置は、電気工学の種々の領域、例えば電動モータ用の駆動制御装置において
見られる。このような駆動制御装置の回路装置は、例えば整流器、インバーター、及びブ
レーキングコントローラ等の種々の機能ブロックからなっている。これらの機能ブロック
は、電力半導体部品及び／又は電力半導体モジュールによって形成され、電力半導体モジ
ュールは全ての必要な電力半導体及び追加的な部品、例えば温度及び／又は電流センサー
からなる電力半導体を監視するための部品を含む。電力半導体部品及び／又は電力半導体
モジュールは、通常プリント回路基板上に配置されると共にねじ止め、差し込み、或いは
半田付けによって、プリント回路基板に接続される。
【０００３】
　EP 0 513 410B1及びDE 196 46 396 C2より、電力半導体部品を有した回路装置が配設さ
れた電気絶縁基板を備えた電力半導体モジュールが知られている。前記基板は、回路装置
を包囲する合成樹脂のハウジングの底部を形成している。前記回路装置と接触しているモ
ジュールの電力端子は、ハウジングを介して外部に延設されている。前記ハウジングは、
回路装置を保護するためにキャスティングコンパウンドによって満たされている。前記ハ
ウジング上の締結箇所は、前記モジュールをヒートシンクにねじ止めするために用いられ
る。いくつかのモジュールは、より広い回路を形成するために、導体バーによって相互に
接続されている。このようなバー接続は、電気絶縁の目的で十分なエアギャップ及び沿面
距離を確保するために、ヒートシンクから距離を置いて第２の平面上に形成されている。
同一平面上又は第２の平面上には、例えば、電力半導体部品をコントロールため或いはそ
れらを監視するための配線装置及び電子プリント回路基板が続く。
【０００４】
　この既知の電力半導体部品及び／又は保護装置及び制御電子回路を含む電力半導体モジ
ュールの設計では、材料、及び生産における多数の中間ステップ、ねじ止め、半田付け及
びアセンブリステップに多額の費用を必要とする。さらに、電力半導体モジュールの動作
中の電力損失によって生じた発熱は、通常相対的に小さい領域に集中する。この発熱は、
全体のシステムのパワー及び電力半導体モジュールの信頼性を低減させる。従って、これ
らの電力半導体モジュールの冷却において極めて多額の費用が必要となる。
【０００５】
　これに代えて、いわゆる個別電力半導体部品は、例えば適宜構築された付属部品内で用
いられる。一般に、これらは、いずれの場合にも１つのハウジング内において個々の機能
を画している。ここで、電力半導体は、金属製キャリアプレート上に直接半田付けされ、
保護のために封入されている。これらの部品は、電力配置において空間的に分散されてお
り、ヒートシンクにおいてより優れた熱の分散を達成する。この場合は、適正な冷却の実
施においての費用を低減することができる。それらは、機械的に強固な構造により特徴付
けられ、大ユニット量の結果として、最もバリエーションに富んだ回路機能用の規格化さ
れた構造のエレメントとして低コストが可能となる。欠点は、熱の分散を行うキャリアプ
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レートが、電力半導体に対して電気的に絶縁されておらず、電位をもたらすことである。
従って、かかる個別電力半導体部品の共通のヒートシンク上へのアッセンブリには、付加
的な絶縁体が必要となるが、ヒートシンクに対する熱の放出において著しく不利になる。
一般に、これらの部品は、ねじ又はクランプアッセンブリによってヒートシンク上に固定
され、小さい絶縁板及び／又は熱伝導材料、ねじ、アッセンブリクランプ等の追加的なア
ッセンブリ部品及び対応したアッセンブリ費用が必要となる。さらに、一般に、半田付け
処理に関する制約に応じる必要がある。絶縁体不足より、寸法及び他の特性において前記
部品と同程度の部品が使用されるが、固体の金属製キャリアプレートは使用されず、両側
に金属被膜が形成されたセラミック製ベースプレートが使用される。このような部品は、
例えば、DE 196 25 240B4及びUS6 404 065に記載されている。上記構成にもかかわらず、
ヒートシンク上へのアッセンブリのため及びプリント回路基板への半田付けのために、付
加的なアセンブリ部品及び特別なアセンブリステップも必要となる。
【０００６】
　電気的結合のために使用される部品の櫛状端子は、一般に、側方へ平面的に引き出され
る。従って、多くの用途に対し、一方では種々の電位を有する端子間、他方では用途にお
ける前記端子と金属被膜を有するキャリアプレート又はヒートシンクとの間のエアギャッ
プ及び沿面距離の確保の問題がある。
【０００７】
　WO94/29901には、ストリップ導体を備えたプリント回路基板、前記プリント回路基板上
に設置された半導体部品、及びストリップ導体とヒートシンクとの接触からなる配置につ
いて記載している。プリント回路基板は、Ｔ字状のヒートシンクの１つの脚部にねじ止め
されている。ヒートシンクとプリント回路基板との間には、曲げ及びプレテンションによ
って半導体をヒートシンクに対して押し付ける２つの横バネ舌部からなるばねエレメント
が配置されている。
【０００８】
　US6,035,523Aより、プリント回路基板、半導体モジュール、及びヒートシンクからなり
、半導体部品とプリント回路基板との間に、半導体部品を支持する熱可塑性材料が導入さ
れた配置が知られている。
【特許文献１】欧州特許第０５１３４１０号
【特許文献２】独国特許発明第１９６４６３９６号
【特許文献３】特国特許発明第１９６２５２４０号
【特許文献４】米国特許第６４０４０６５号
【特許文献５】国際公開第９４／２９９０１号
【特許文献６】米国特許第６０３５５２３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は、技術的特性が向上した電力半導体モジュール及びプリント回路基板の配置の提
供を課題とする。本発明は、費用効果をより向上させ、アッセンブリ費用をより低減させ
ることが必要な電力半導体モジュール及びプリント回路基板のよりコンパクトな配置の提
供も課題とする。さらに、本発明は、そのような配置のための電力半導体モジュールの提
供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、これらの課題は、請求項１及び１１に記載された特徴によって達成さ
れる。本発明の好適な実施形態は、従属請求項の主題である。
【００１１】
　本発明に係る配置は、少なくとも１つの電力半導体モジュールと、ストリップ導体を有
したプリント回路基板とを備えている。前記電力半導体モジュールは、電力端子を有した
ハウジングを備え、前記電力端子は、前記ハウジングを通って外部へ延設されると共に前
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記プリント回路基板のストリップ導体に接触している。
【００１２】
　本発明に係る配置は、弾性又は塑性変形手段が前記電力半導体モジュールのハウジング
と前記プリント回路基板との間に配置され、前記弾性又は塑性変形手段を介して前記プリ
ント回路基板からハウジングへ接触圧を伝達することを特徴とする。このようにして、電
力半導体モジュールの電力端子への負荷が軽減され、端子エレメントの曲げのおそれがな
くなる。さらに、端子エレメント及び前記プリント回路基板の金属被膜との間の予め設定
された間隔が確実に保持される。これは、弾性又は塑性変形手段が熱伝導材料からなる場
合に有利である。
【００１３】
　さらに、前記配置は、前記プリント回路基板の反電力半導体モジュール側に配置された
少なくとも１つの接触圧エレメントと、前記電力半導体モジュールの反プリント回路基板
側に配置された少なくとも１つのヒートシンクとを備えている。前記接触圧エレメントは
、ハウジングの第１のハウジング部に一体に設けられている一方、前記ヒートシンクは、
前記ハウジングの第２のハウジング部に一体に設けられている。２つのハウジング部は、
前記プリント回路基板上に備えられた電子部品と共に前記プリント回路基板を封入してい
る。
【００１４】
　前記弾性又は塑性変形手段は、本発明に係る配置のプリント回路基板上に接触圧が働く
ときに、前記電力端子上の負荷を軽減する全ての手段を意味していると解する。前記手段
は、弾性変形可能であり、復元力を働かせることができるのが好ましい。しかしながら、
原理上は、前記手段が塑性変形可能であり、前記プリント回路基板を前記端子エレメント
上ではなく塑性変形手段上に支持することも可能である。
【００１５】
　好適な実施形態においては、弾性又は塑性変形手段が、少なくとも１つのばねエレメン
トとして具体的に示される。ばねエレメントは、前記プリント回路基板の据付用としての
少なくとも１つの外側アーチ状領域を備え、該据付領域が圧力下においてバネのような動
作で退避するように変形する。前記ばねエレメントは、前記電力半導体モジュールのハウ
ジング上にクランプ方式によって設置するのが好ましい。この目的のために、前記ばねエ
レメントは、ハウジング上で側面に沿って係合するクランプを備えている。ばねエレメン
トは、金属、例えばばね鋼からなるのが好ましい。
【００１６】
　前記ばねエレメントは、例えば、外側へ曲げられた金属クランプである。
【００１７】
　代替的な実施形態は、弾性又は塑性変形手段が、電力半導体モジュールとプリント回路
基板との間の少なくとも１つの弾性又は塑性変形クッションによって具体的に示される。
前記弾性又は塑性変形クッションは、前記電力半導体モジュールのハウジングの表面に固
定或いはハウジングの切欠又は凹部に挿入される。前記クッションは、前記電力半導体モ
ジュールのハウジングに接着するのが好ましい。しかしながら、前記クッションは、前記
電力半導体モジュールの配置を、プリント回路基板との半田付け後に、弾性変形可能且つ
電気絶縁性を備えたコンパウンド、例えばシリコンゴムによって、鋳造することでも形成
することができる。
【００１８】
　前記弾性又は塑性変形クッションは、可塑性及び／又は弾性、及び好ましくは電気絶縁
特性を備えた異なる材料から形成することができる。重要なのは、クッションが、接触圧
エレメントによって前記電力半導体モジュールのハウジング上に働く力を吸収し、熱的結
合の向上のための冷却プレートに対してハウジングを恒久的に押し付けることである。こ
れによっても、電力半導体モジュールの電力端子エレメントの負荷は軽減される。加えて
、電気絶縁クッションは、電気的動作のために必要な電力端子とプリント回路基板との間
のエアギャップ及び沿面距離のための絶縁距離を確実に保持する。さらに、クッションは
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、電力端子と共に、電力半導体モジュールの温度関連の変形に対する補正を行い、前記電
力半導体モジュールに含まれている材料の種々の熱膨張係数に対応することができる。
【００１９】
　前記少なくとも１つの電力半導体モジュールは、前記ハウジングの底部を形成する絶縁
セラミック基材からなるキャリアプレートを備えているのが好ましい。キャリアプレート
は、一側に前記電力半導体モジュールの回路装置に対応して構成された金属層を備え、こ
の一側と反対側、すなわち外側に電力半導体モジュールのヒートシンクに対する熱的結合
のために用いられる連続的な金属層を備えている。少なくとも１つの電力半導体部品は、
一側に構成された金属層上に配置され、該金属層に対して、下側で半田付けされ且つ上側
で好ましくはボンドワイヤとして具体的に示される電気的接続エレメントによって接触す
る。
弾性又は塑性変形手段は、前記プリント回路基板と接触圧エレメントとの間に部品公差に
よって生じるギャップ補正のために、前記プリント回路基板の反電力半導体モジュール側
において前記接触圧エレメントとプリント回路基板との間にも配置されている。従って、
部品公差とは無関係に、接触圧エレメントが十分に大きい力をプリント回路基板に確実に
及ぼすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、本発明の実施例については、図面を参照してより詳細に説明する。
【実施例１】
【００２１】
　本発明に係る電力半導体モジュール１は、好ましくはエポキシ樹脂化合物からなるハウ
ジング９と、絶縁セラミック基板からなりハウジング９の底部を形成するキャリアプレー
ト５とを備えている。原理上は、ハウジング９とキャリアプレート５は金属から形成する
こともできる。キャリアプレート５は、ハウジング９に対向する側及び反ハウジング９側
、すなわち外側の双方に金属層５．２、５．３を備えている。第１の金属層５．２は、回
路装置のストリップ導体として構成されている。この金属層５．２上には、電力半導体部
品６が設置され、電力半導体部品６は、下側で金属層５．２に対して半田付けされている
。上側において、電力半導体部品６は、好ましくはボンドワイヤ８によって、金属層５．
２のストリップ導体に接触している。ボンドワイヤ８は、電力半導体部品６とストリップ
導体とにそれぞれ半田付けされている。２つの電力端子７は、好ましくはブラケット形状
であり、電力半導体モジュール１の電力端子を形成している。２つの電力端子７は、それ
ぞれハウジング９内の端部において回路装置のストリップ導体に半田付けされると共にハ
ウジング９を通って好ましくは外部へ側方に延設されている。前記２つの電力端子７の外
側の端部は、半田付けされる接触領域を備えた表面実装部品又はＳＭＤ（Surface Mounte
d Device）部品の端子として形成されている。原理上は、電力半導体モジュール１の電力
端子７はＳＭＤ部品として具体的に示される必要はない。それどころか、電力端子７を、
プリント回路基板３にねじ止めして電力半導体モジュールを設置するか或いはプリント回
路基板３内に挿入することができる。
【００２２】
　ハウジング９内に位置している電力端子７の部分とキャリアプレート５との間及びハウ
ジング９外に位置している電力端子７の部分とヒートシンク１１だけでなくプリント回路
基板３との間のエアギャップ及び沿面距離のための絶縁距離を確保するために、電力端子
７は、まず、ハウジング９内でキャリアプレート５から縦方向に延設され、次いで、基本
的にハウジング９を通って外部へ横方向に延設され、その後、基本的にプリント回路基板
３まで縦方向へ延設されるように形成されている。前記絶縁距離は、電気的動作のために
必要なものである。
【００２３】
　ハウジング９は、反キャリアプレート５側の外側に、２つのクション４を備えている。
２つのクッションは、相互間に間隔をおいて配置され、弾性又は塑性変形可能な材料から
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なっている。２つのクッションは、接触圧エレメント１２によってハウジング９がヒート
シンク１１に対して押し付けられるときに、プリント回路基板３を支持する働きを行う。
２つのクッションは、ハウジング９の外側には、２つのクッションを据え付けるための２
つの凹部が備えられている。２つのクッション４は、それぞれ接着層によってモジュール
側に備えられ、ハウジング９の外側に接着されている。クッション４をハウジングに接着
し電力半導体モジュール１の製造が早ければ、配置の組み付けを簡素化することができる
。
【００２４】
　図２の実施例では、本発明に係る電力半導体モジュール１が、プリント回路基板３のス
トリップ導体３ａに半田付けされている。半田付けは、両クッション４が電力半導体モジ
ュール１のハウジング９とプリント回路基板３との間に配置されるようにして行われる。
接触圧エレメント１２は、プリント回路基板３の反電力半導体モジュール１側に配置され
ており、プリント回路基板３を両クッション４に対して押し付け、これによって電力半導
体モジュール１をヒートシンク１１に対して押し付けている。キャリアプレート５の外側
は、ヒートシンク１１に隣接している。キャリアプレート５の金属製の外側とヒートシン
ク１１との間は、熱伝導ペーストが位置され、熱伝導性を向上させている。
【００２５】
　両クッション４は、接触圧エレメント１２により電力半導体モジュール１のハウジング
９に対して及ぶ力を吸収し、電力半導体モジュール１の電力端子７への負荷を軽減する。
従って、電力端子７は、変形が防止され、電力半導体モジュール１のプリント回路基板３
に対する間隔をおいた配置が維持される。すなわち、クッション４は、電気的動作のため
に必要な電力端子７とプリント回路基板３との間のエアギャップ及び沿面距離のための絶
縁体距離を確実に保持することができる。さらに、クッション４は、電力端子７と共に、
電力半導体モジュール１の熱関連の変形のための補正を行い、電力半導体モジュール１に
含まれている材料の種々の熱膨張係数に対応することができる。
【００２６】
　付加的なクッション４’は、弾性及び／又は可塑性材料からなり、接触圧エレメント１
２とプリント回路基板との間に配置されている。付加的なクッション４’は、部品公差に
よって生じるプリント回路基板３と接触圧エレメント１２との間のギャップ補正を行い、
接触圧エレメント１２がプリント回路基板３上に対して十分に大きい力を確実に及ぼすこ
とができる。しかしながら、接触圧エレメント及びプリント回路基板間の付加的なクッシ
ョンは、一般に部品公差が実際に存在している場合に必要というわけではない。
【００２７】
　図３は、本発明に係る配置の代替的な実施例を示し、接触圧エレメント１２が第１のハ
ウジング部１３．２と一体に設けられている。第１のハウジング部１３．２は金属、好ま
しくは鋳鉄からなり、ハウジング１３の上部を形成している。一方、ヒートシンク１１は
、ハウジング１３の第２のハウジング部１３．１と一体に設けられている。２つのハウジ
ング部１３．１，１３．２は、プリント回路基板３上に備えられた電子部品１，２と共に
プリント回路基板３を封入している。図２に係る独創的な配置に対し、この配置では、接
触圧エレメント１２が、各クッション４に対して備えられている。
【実施例２】
【００２８】
　図４は、本発明に係る電力半導体モジュールの実施例２を示し、前記の図面と対応する
構成には同一符号を付す。この実施例は、クッションに代えてばねエレメント４Ａを備え
たことで図１の実施例と異なっている。ばねエレメント４Ａは、ばね鋼からなる薄肉プレ
ートであり、ジグザグ形状で、その端部が側面に沿って下方に折り曲げられている。ばね
エレメントの２つの端部は、側面に沿って下方に折り曲げられたクランプ１４を形成して
いる。クランプ１４は、電力半導体モジュールのハウジングの周囲で側面に沿って係合し
、ばねエレメントをハウジングに対して固定している。ばね鋼からなる薄肉プレートは、
接触圧が上方から及ぶときに圧縮するように変形する。２つのクランプ１４は、内側に曲
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ランプテンションを達成することもできる。
【００２９】
　図５は、図４の実施例とはばねエレメントが異なる代替的な実施例を示す。図５のばね
エレメント４Ｂは、端部が下方に折り曲げられたばね鋼の薄肉板である。薄肉プレートは
、２つの端部間が外側へのアーチ状となっており、ばねエレメントをハウジングに固定す
るためのクランプ１４として動作する。従って、外側アーチ状据付領域１５は、プリント
回路基板のために形成され、圧縮応力下で退避する。
【００３０】
　図４及び図５のばねエレメント４Ａ，４Ｂは、例えば、大量の射出成形部品として、柔
軟性のある弾性変形可能な樹脂からコスト効率よく生産される。それらは、ジグザグ形状
の区域又は外側アーチ状区域を備え、或いはジグザグ形状区域又は外側アーチ状区域の複
数の部分をそれぞれ備えることができる。
【００３１】
　図６は、本発明に係る配置を示している。図６の配置は、図５の電力半導体モジュール
１と、プリント回路基板３と、プリント回路基板及び電力半導体モジュール１のハウジン
グ９間に配置されたばねエレメント４Ｂとからなる。プリント回路基板３は、ばねエレメ
ント４Ｂの外側アーチ状据付エリア１５上に設置されている。一方、図５の電力半導体モ
ジュールに代えて、配置は、図４の電力半導体モジュールを備えることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係る電力半導体モジュールを示している（実施例１）。
【図２】図１の電力半導体モジュール及びプリント回路基板からなる本発明に係る配置を
示している（実施例１）。
【図３】本発明に係る図１の電力半導体モジュールを備えた本発明に係る配置の代替的な
実施例を示している（実施例１）。
【図４】本発明に係る電力半導体モジュールを示している（実施例２）。
【図５】本発明に係る電力半導体モジュールの他の実施例を示している（実施例２）。
【図６】図５の電力半導体モジュールとプリント回路基板とからなる本発明に係る配置示
している（実施例２）。
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